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Протон-проводящие электролиты являются перспективными 

функциональными материалами для электрохимических устройств рас-

пределенной и водородной энергетики (твердо-оксидные топливные 

элементы, электролизеры, сенсоры и др.).  

В работе методом высокотемпературной термогравиметрии полу-

чены зависимости концентрации протонов в оксидах  

La1–xSrxScO3–x/2 (x = 0, 0.04, 0.09) от температуры в атмосфере H2O–O2. 

Установлено, что увеличение уровня акцепторной примеси и понижение 

температуры приводит к увеличению количества растворенной воды в 

оксиде, при этом полное насыщение достигается при температурах 400–

500 °С.  

Методом термопрограммированной десорбции показано, что су-

ществуют как минимум три формы растворенной воды с разной прочно-

стью OH-связи в оксиде: первая форма, по-видимому, соответствует 

хемосорбированной воде на поверхности оксида (температурный интер-

вал десорбции 300–400 °C), и две другие формы, соответствующие воде, 

инкорпорированной в решетку оксида (температурные интервалы де-

сорбции 500–650 °C и 650–750 °C, соответственно). 

Методом импедансной спектроскопии получены зависимости 

электропроводности протон-проводящего оксида La0.9Sr0.1ScO2.95–δ от 

парциального давления кислорода в температурном интервале 500–

900 °С. Установлено, что данный оксид является смешанным ионно-

дырочным проводником, доля дырочной проводимости которого 

уменьшается с понижением температуры и парциального давления кис-

лорода. Обнаружено, что в восстановительных атмосферах проводи-

мость в оксиде преимущественно ионная. Вклад кислород-ионной со-

ставляющей проводимости оценивали из значения коэффициента диф-

фузии кислорода, который был получен методом изотопного обмена 

кислорода с анализом газовой фазы. Показано, что числа переноса про-

тонов в восстановительных атмосферах для температурного интервала 

500–600 °С близки к единице. Вклад дырочной проводимости, при тем-

пературе 500 °С в окислительных атмосферах, составляет не более 10 %. 
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Таким образом, данный оксид можно рассматривать как перспек-

тивный протон-проводящий электролит для электрохимических 

устройств, работающих при температуре ~500 °С. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, про-

ект № 16-13-00053. 
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Поскольку структуры Ln2(WO4)3 являются родственными струк-

туре Sc2(WO4)3, а данные о транспортных свойствах и влиянии структу-

ры на характер проводимости в Ln2(WO4)3 практически отсутствуют, 

детальное изучение природы проводимости в этих объектах представ-

ляют особый интерес.  

В данной работе исследуются характер проводимости и тип носи-

телей заряда в системах Ln2(WO4)3 (Ln=Gd, Ho). Данные вольфраматы 

ранее не изучались. 

Gd2(WO4)3 был получен по керамической технологии из Gd2O3 и 

WO3. Однофазность образца подтверждена методом РФА. Однофазный 

Ho2(WO4)3 был получен из раствора глицерин-нитратным методом. 

Для обоих образцов были получены температурные зависимости 

электропроводности (см. рисунок 1), а также рассчитаны эффективные 

энергии активации.  
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Рисунок 1 - Зависимости электропроводности от температуры  

и давления кислорода в газовой фазе 

На рисунке 1 (зависимость lgσ–lgpO2) показывает, что Gd2(WO4)3 

является ионным проводником. Для уточнения типа носителя заряда 


